DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES II - DS I

8. Transistor nMOS - regioes
operacionais



Regioes operacionais - nMOSFET
tipo enriguecimento
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- Deplecao

Exemplo:V; =2V

Devido a diferenca de funcao trabalho entre o metal de porta

e 0 semicondutor, e devido a cargas positivas no oxido, isto €
VFB < 0, a superficie do semicondutor do capacitor MOS da

regiao de canal encontra-se em deplecao com VG = 0V



Regiao de corte ou sublimiar (cont.)
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Exemplo:V; =2V

A corrente Iyq nesta condicao (da ordem de pA) € devida
apenas a parcela difusional, sendo que \varia

exponencialmente com Vg, Independente da tensao V. |



Reglao de triodo
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Apos a formacéo do canal (V.= V- ), 0 aumento do potencial
de porta Vs aumenta a concentragao de elétrons na regido de

canal, aumentando a corrente I, até a condi¢cdo onde ocorre 0
“ninch-off” que limita a corrente em seu valor maximo.



Tensao de saturacao (“pinch-off™)
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" Antes do “pinch-off” ’ Exemplo:V; =2V

Para uma dada combinagao de V¢ e V., para uma dada tensao
de Ilmlar,_ ocorrera a c_ondlgé'_\o onde (V[_)S = Vg - V5), que
Indica a situacao de limiar de inversao na interface canal/dreno.
Esta tensdo é chamada de saturacdo ou “pinch-off” . O canal
deixa de ser continuo a partir deste limite.




Regiao de saturacao
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O transistor esta fornecendo o maximo de corrente possivel,
sendo que este valor permanece constante independente do
potencial aplicado no dreno (V). O canal apresenta-se
descontinuo, sendo que os portadores sdo acelerados em direcao
do dreno devido ao elevado campo elétrico nesta reqgiao.



